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El invento se refiere a un tubo de cámara que tie; 

ne una fuente de electrones y un blanco que ha de ser expío 

rado por un haz de electrones que procede de dicha fuente, 

estando dicho blanco formado por una capa de silicio que re 

5 cibe radiación y que en su lado que ha de ser explorado por

el haz de electrones tiene una capa que contiene calcógenos 

que forma una unión heterogénea con la capa de silicio."Ra­

diación^ ha de entenderse que significa en la presente memo­

ria descriptiva radiación electromagnética tanto en la par- 

]p te del espectro correspondiente a la zona visible como en la

de onda corta y onda larga, asi como la radiación corpuscu­

lar a la cual es sensible el silicio. Los calcógenos inclu­

yen azufre, selenio y teluro. Una unión heterogénea es una 

unión entre dos capas de materiales que tienen diferentes 

1$ * composiciones quimicas, no comprendiendo posiblemente presen 

te materiales de impurificación.

-Los tubos de cámara de los tipos mencionados en el 

preámbulo han sido ya descritos varias veces en la bibliogra 

fia. Otros tubos de cámara conocidos, por ejemplo, tienen 

20 blancos que tienen un mosaico de diodos en el lado que ha de

ser explorado por el haz de electrones, estando los diodos 

separados por materiales que están recubiertos con una capa 

aislante. Los blancos que tienen mosaicos de diodos frecuen 

temente muestran el inconveniente de quemado por los rayos 

25 X generados en el tubo de cámara y de la denominada "flora-
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ción MOS" en la cual debida a la formación de canales por dê  

bajo de la capa de óxido, en particular con intensidad de ra 

diación relativamente grande, los portadores de carga genera 

dos fluyen a los diodos adyacentes de modo que desaparece la 

5 imagen.

En blancos que tienen en principio una unión hétje 

rogánea dichos problemas de los blancos que tienen mosaicos 

de diodos no son esperados y además ha de esperarse que pujs 

dan fabricarse más fácilmente que los blancos anteriormente 

10 mencionados. Sin embargo, tambián es conocido, que la cali­

dad de las uniones heterogéneas es frecuentemente deficien­

te y solamente pocas de las ventajas esperadas han sido con 

seguidas como resultado de una deficiente adaptación de las 

propiedades de las dos capas que forman la unión heterogó- 

15 nea. Esto puede dar como resultado una conductividad trans­

versal excesivamente alta y una recombinación creciente de 

portadores de carga generados por radiación de modo que el 

poder de resolución y la sensibilidad respecto a blancos que 

tienen una multiplicidad de diodos aislados lateralmente dis 

20 minuye considerablemente.

Se ha intentado por ejemplo, reducir la conducti 

vidad transversal (váase, por ejemplo el articulo de Yama- 

tor c.s. en I.E.E*E. Trans. Electr. Devices, 19, páginas 

385-386 (No 3, Marzo 1.972) ) disponiendo un cuerpo de sili- 

25 ció con una capa de óxido aislante en el cual sobre la capa
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de óxido y en aberturas de la misma se dispone sobre el si­

licio una capa de telururo de cadmio. Un tubo de cámara que 

tiene tal blanco requiere más etapas de procedimiento en la 

fabricación en comparación con el que tiene una unión hete- 

5 rogénea continua, es relativamente lento y, análogamente a

otros blancos conocidos que tienen uniones heterogéneas, es 

poco sensible. También, por ejemplo, un blanco conocido por 

la solicitud de patente holandesa 71.13247 y que comprende 

una capa de silicio que está conectada a una capa de trisul 

10 fito de antimonio a través de una unión heterogénea continua

tiene una pequeña sensibilidad (véase, por ejemplo, también 

la Figura 8 del artículo de J.A. Hall en "Photo-electronic 

Imaae Devices" páginas 229-240 en Advances in Electronics 

and Electron Physics, Vol. 33A. 1972), de modo que la señal 

15 de salida del tubo no se obtiene por el haz de electrones

primario sino por amplificación del haz de electrones refle^ 

jado con la capa de trisulfito de antimonio.

Además, una capa que contiene azufre o selenio que 

forma una unión heterogénea con una placa de silicio recep- 

20 tora de la radiación frecuentemente tiene una resistencia

muy alta de modo que un tubo de cámara que tiene tal blan­

co frecuentemente es lento.

Uno de los objetos del invento es evitar los pro­

blemas anteriormente mencionados al menos en su mayor parte 

25 y proporcionar un tubo de cámara que tiene una combinación
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óptima de propiedades y que puede fabricarse de una manera 

sencilla.

El invento está basado entre otras cosas en el re 

conocimiento de que el blanco de tal tubo de cámara debe en 

5 particular tener una unión heterogénea de excelente calidad,

es decir una excelente adaptación de la capa de silicio -y la 

capa contiene calcógenos con respecto a las bandas, niveles 

de Fermi y látices cristalinos, al mismo tiempo que se evi­

tan los defectos molestos y las capas intermedias en la unión 

10 heterogénea en tanto como sea posible.

El tubo de cámara mencionado en el preámbulo de la 

presente memoria descriptiva está caracterizado por consi­

guiente porque la capa que contiene calcógenos comprende al 

menos un elemento que pertenece al tercer grupo principal de 

15 la tabla periódica de los elementos. La capa que contiene

calcógenos tiene sustancialmente conductividad intrínseca.

La capa que contiene calcógenos contiene preferi­

blemente galio. Han sido obtenidos resultados particularmen 

te satisfactorios con una capa que contiene calcógenos que 

20 contiene galio y selenio con más de 40% en átomos de galio.

La sensibilidad de un tubo de cámara que tiene tal 

blanco puede compararse con la de un tubo de vidicón y sili­

cio conocido que tiene un mosaico de diodos difundido. La rje 

combinación de portadores de carga y la unión heterogénea en 

25 tre la capa de silicio y la capa que contiene calcógenos que
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tiene el elemento del tercer grupo es pequeña. El poder de 

resolución es grande, pueden detectarse detalles de aproxi 

Diadamente lOyim por el haz de electrones en un formato de 

vidicón normal (1 2 ,8 x 9 ,6 mm) y con 2$ imágenes por según 

5 do.

La capa que contiene calcógenos contiene preferí 

blemente aproximadamente 48% en átomos de galio y 52% de 

selenio. La capa que contiene calcógenos puede tambián con 

tener más de un calcógeno.

10 Por ejemplo, al mismo tiempo que se mantienen las

excelentes propiedades, hasta un máximo de 40% en átomos de 

selenio puede reemplazarse por teluro o el 10% en átomos del 

selenio puede reemplazarse por azufre. Tambián puede añadir 

se más de un elemento del tercer grupo y el 10% en átomos 

15 ' de galio puede reemplazarse por indio y un máximo de 20% en 

átomos del galio puede reemplazarse por aluminio.

. Con una estructura vitrea o sustancialmente vitrea 

de la capa que contiene calcógenos pueden elegirse composi- 

. ciones que son óptimas para las propiedades. Los tubos de 

20 cámara que tienen blancos en los cuales la capa que contie,

ne calcógeno consiste en dos subcapas adecuadas, por ejem 

pío, una que está al lado de la capa de silicio y contiene 

galio y la otra germanio, pueden tambián usarse tal como se 

describirá a continuación. La unión heterogánea entre la ca 

pa de silicio y la capa que contiene calcógenos puede ser 

25 una unión de rectificación. En estos blancos, el silicio es
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11 . 11.74



del tipo de conductividad n.

Una excelente comparación con un tubo de vidicón 

plano de silicio puede hacerse reemplazando la capa aíslan 

te de óxido de silicio que se encuentra presente normalmen 

5 te en el lado que ha de ser explorado por el haz de electro

nea por una capa continua que contiene calcógenos de acuerdo 

con el invento. Las propiedades del blanco así fabricado pue 

den compararse usualmente con las de un blanco plano del que 

ae partió.

10 El invento no está restringido a blancos que tie

ne capas de silicio del tipo de conductividad n.

En una realización del tubo de cámara de acuerdo 

con el invento la capa de silicio comprende una unión des rec 

tificación que está separada de la unión heterogénea por una 

15 capa de alta resistencia óhmica de tipo 2 * Las regiones de

baja resistencia óhmica de tipo 2  que están separadas unas 

de otras y al lado de la unión heterogénea pueden estar for 

madas en la capa de alta resistencia óhmica.

El invento se refiere además a un blanco que es 

20 adecuado para empleo en un tubo de cámara, formado por una

capa de silicio receptora de la radiación que en el lado que 

ha de ser explorado por el haz de electrones tiene una capa 

que contiene calcógeno que forma una unión heterogénea con 

la capa de silicio y que está caracterizado porque la capa 

25 que contiene calcógeno comprende al menos un elemento del
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tercer grupo principal de la tabla periódica de los elemen­

tos.

El invento también se refiere a un método de fa­

bricar un blanco y está caracterizado porque después de la 

formacidn de la unidn heterogénea la capa de silicio y la 

capa que contiene calcdgenos se someten a un tratamiento tér 

mico.

La temperatura durante el tratamiento térmico pre 

feriblemente es inferior a 600°C.

El invento se describirá a continuacidn con mayor 

detalle haciendo referencia a cierto ndmero de ejemplos y a 

los dibujos que se acompañan.

En el dibujo, la Figura 1 representa esquemática­

mente un tubo de cámara de acuerdo con el invento, y las Fi 

guras 2 , 3 y 4 muestran esquemáticamente varias realizacio­

nes de un blanco para un tubo de cámara de acuerdo con el in 

vento.

El tubo de cámara, por ejemplo un tubo de cámara 

de televisión, representado en la Figura 1, tiene una fuen 

te de electrones o cátodo 1 y un blanco 9 (véase también la 

Figura 2) que ha de ser explorado por un haz de electrones 

20 generado por dicha fuente. El blanco 9 está formado por 

una capa de silicio 21 que recibe radiación 24, el cual en 

el lado que ha de ser explorado por el haz de electrones 20 

tiene una capa que contiene calcógenos 22 que forma una 

unión heterogénea 23 con la capa de silicio 21.



5

10

15

20

25

De acuerdo con el invento, la capa que contiene 

calcógenos 22, comprende al menos un elemento del tercer 

grupo principal de la tabla periódica de los elementos.

En el modo usual el tubo de cámara comprende elec 

trodos 5 para acelerar los electrones y enfocar el haz de 

electrones. Además se encuentran presentes medios conven­

cionales para desviar el haz de electrones de modo que pue 

da ser explorado el blanco 9. Dichos medios consisten, por 

ejemplo, en un sistema de bobinas de desviación 7. El elec 

trodo 6 sirve para apantallar la pared del tubo del haz de 

electrones. La imagen que ha de ser captada se proyecta so 

bre el blanco 9 por medio de las lentes 8 , siendo la pared 

3 del tubo permeable a la radiación. .

Además, se encuentra presente del modo usual una 

rejilla colectora 4. Por medio de esta rejilla que tambián 

puede ser, por ejemplo, un electrodo anular, pueden elimi­

narse, por ejemplo, los electrones reflejados y secundarios 

que se originan en el blanco 9.

Durante el funcionamiento la capa de silicio 21 

es polarizada positivamente con respecto al cátodo 2. En la 

Figura 2 el cátodo ha de estar conectado al punto C. Duran­

te la exploración de la capa que contiene calcógenos 22 por 

el haz de electrones 20, dicha capa se carga hasta sustan­

cialmente el potencial del cátodo siendo polarizada inver-



!

sámente la unidn heterogénea 23 que en la Figura también es 

una unidn de rectificacidn.

La capa 22 se descarga luego completa o parcialmen 

te dependiendo de la intensidad de la radiacidn 24 que incide 

5 sobre el blanco. En un periodo de exploracidn subsiguiente

se suministra de nuevo carga hasta que la capa 22 haya asumí 

do de nuevo el potencial del cátodo. Dicha corriente de car. 

ga es una medida de la intensidad de la radiacidn 24. Las 

señales de salida se derivan desde los terminales A y B a 

10 través de la resistencia R.

EJEMPLO I

En el centro de una placa de silicio de tipo n 

15' que tiene una resistividad de aproximadamente 10 ohm. cm.

un diámetro de aproximadamente 20 mm y un espesor de apro­

ximadamente 150jum, se graba químicamente una cavidad que 

tiene un diámetro de aproximadamente 17 mm hasta tal profun 

didad que el espesor de la capa de silicio restante 21 es 

20 aproximadamente 12 mm. El lado de la capa 21 que ha de ser

explorado por el haz de electrones se limpia luego tan fá­

cilmente como sea posible y se elimina el éxido. Luego se 

deposita en fase de vapor una capa 22 vitrea que contiene 

galio y selenio en dicho lado en un espesor comprendido en 

25 tre 0 ,0 1 y lOyim, por ejemplo 0 ,5yim, sobre la capa 21 a
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**7un vacío elevado de aproximadamente 10 torr. En este caso 

la capa 22 se deposita en fase de vapor llevando un recipien 

te de cuarzo que contiene una mezcla de GaSe y GaSe^ que tie; 

ne aproximadamente una composición eutéctica a aproximadamen 

5 te 1080°C y captando el vapor formado sobre la capa 21 que

por sí misma se mantiene a una temperatura de aproximadamen 

te 300SC. Por análisis, la capa de galio-selenio-vidrio así 

formada demostró contener aproximadamente 48% en átomos de 

galio y tener una resistencia de aproximadamente 2.10***̂ O h m ^  . 

10 El blanco 9 así formado se monta luego en un tubo de cámara

de televisión con la capa de galio-seleni o-vidri o enfrente 

de la fuente de electrones 2 y con la cavidad enfrente de la 

pared 3 del tubo de cámara. El haz de electrones 20 explora 

luego la capa de galio-selenio-vidrio 22 y la radiación 24 

15 incide sobre la capa de silicio 21 a través de la pared 3 del

tubo de cámara. Con una diferencia de voltaje de aproximada­

mente 20 voltios a través del blanco la sensibilidad demos­

tró ser comparable a la de un vidicón de silicio conocido que 

tiene un mosaico de regiones de silicio de tipo j3, siendo el 

20 retraso muy bajo y el poder de resolución excelente.

A voltajes inferiores a 20 voltios, se establecen 

algunas veces retrasos altos, imágenes persistentes negati­

vas y sensibilidad más pequeña. A voltajes mayores de 25 vol 

tíos, ocurría algunas veces emisión secundaria.

25
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EJEMPLO II

Un blanco obtenido de un modo similar al del Bjem 

pío I fue montado de un modo similar en un tubo de cámara de 

televisión. Durante la evacuación del tubo el conjunto se man 

tuvo a 450SC durante 1 hora. Ya a una diferencia de voltaje 

de unos pocos voltios a travás del blanco la sensibilidad 

demostró ser comparable a la de un vidicón de silicio cono 

cido que tenia un mosaico de regiones de silicio de tipo 2 *

El retraso era también muy bajo y no existían imágenes per 

sistentes negativas visibles. El voltaje a travás del blanco 

puede aumentarse hasta un valor mucho mayor que en el Ejemplo 

I antes de que. fuera puesto de manifiesto la molesta emisión 

secundaria.

La emisión secundaria también puede reducirse depo 

sitando en fase de vapor una capa delgada de trisulfito de 

antimonio o sulfito de germanio sobre la capa de seleniuro 

de galio.

EJEMPLO III

Capas que consisten en una mezcla de galio, selenio 

y teluro fueron dispuestas sobre una capa de silicio tal como 

se ha establecido en el Ejemplo I con un espesor de aproxima­

damente 0,5 mieras. Las mezclas en el recipiente de cuarzo



fueron formadas reemplazando en una mezcla de GaSe y GagSe^ 

que tiene aproximadamente la composición eutáctica sucesi­

vamente el 10, 20 y 40% en átomos del selenio por teluro.

Los blancos resultantes fueron luego montados en un tubo de 

5 cámara de televisión del modo que se ha establecido en el Ejem

pío I. A un voltaje suficientemente elevado a travós de .los 

blancos la sensibilidad demostró ser del mismo orden de mag 

nitud que la del vidicón de silicio convencional, el retra­

so era muy bajo y el poder de resolución excelente. Por en 

10 cima del 40% en átomos de teluro la sensibilidad era consi­

derablemente inferior.

EJEMPLO IV

15 Se dispuso una capa que consistía en.galio, sele­

nio y azufre sobre una capa de silicio adecuada de un modo 

que es comparable al que se ha establecido en el Ejemplo I 

con un espesor de aproximadamente 0,5 mieras. La capa de si. 

licio utilizada en este Ejemplo tiene un espesor de 0,2^un,

20 y una capa de contacto n* (difusión de fósforo) sobre el la

do de imagen. La mezcla en el recipiente de cuarzo fue for 

mada reemplazando en una mezcla de GaSe y GagSe^ que tiene 

aproximadamente la composición eutáctica el 10% en átomos 

del selenio por azufre. El blanco resultante fue montado en 
25 un tubo de cámara de televisión del modo que se ha descrito
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en el Ejemplo I. A un voltaje suficientemente elevado a tra 

vás del blanco el retraso demostró ser muy bajo y el poder 

de resolución excelente, mientras que la sensibilidad era 

del mismo orden de magnitud que la del vidicón de silicio 

5 convencional.

EJEMPLO V

Se dispuso una capa que consiste en galio, indio 

10 y selenio sobre una capa adecuada de silicio de un modo co­

rrespondiente al establecido en el Ejemplo I con un espesor 

de aproximadamente 0,5 mieras. La mezcla fue formada en el 

recipiente de cuarzo reemplazando en una mezcla de GaSe y 

GagSe^ que tenía aproximadamente la composición eutáctica 

15 el 10% en átomos del galio por indio. El blanco resultante

fue montado en un tubo de cámara de televisión del modo que 

se ha establecido en el Ejemplo I. El retraso demostró ser 

muy bajo y el poder de resolución excelente, al mismo tiempo 

que la sensibilidad era del mismo orden de magnitud que la ̂ 

20 sensibilidad del vidicón de silicio convencional.

EJEMPLO VI

Del mismo modo que se ha establecido en el Ejemplo 

2$ I, se dispusieron capas consistentes en galio, aluminio y
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selenio sobre una capa adecuada de silicio con un espesor 

de aproximadamente 0,5 mieras. Las mezclas fueron formadas 

en el recipiente de cuarzo reemplazando en una mezcla de 

GaSe y GagSe^ que tenia aproximadamente la composición 

eutáctica sucesivamente el 5, 10 y 20% en átomos del galio 

por aluminio. Los tubos de cámara de televisión fabricados 

con dichos blancos de un modo análogo al expuesto en el Bjem 

pío I demostraron tener un retraso muy bajo y un excelente 

poder de resolución a un voltaje suficientemente alto a tra 

vós del blanco. La sensibilidad demostró ser de 2 a 3 veces 

menor que la del vidicón de silicio convencional.

EJEMPLO VII

Los tubos que tenían blancos tal como se han des 

crito en el Ejemplo VI fueron mantenidos a una temperatura 

de 400°C durante 1 hora durante la evacuación. A voltajes 

suficientemente elevados a travás del blanco la sensibili­

dad es comparable a la del vidicón de silicio convencional, 

al mismo tiempo que se pone de manifiesto un efecto molesto 

más pequeño debido a la presencia de emisión secundaria.

EJEMPLO VIII

El material de partida es un blanco de buen acaba



do fabricado de acuerdo con el método plano conocido y con 

sistente en un sustrato de silicio de tipo n que tiene una 

capa de contacto n* y un mosaico de regiones p^ que se di­

funden en el sustrato por medio de una capa de SiOg en ca- 

5 lidad de máscara de difusión. La capa de SiOg se separa de

dicho blanco por un tratamiento de ataque químico. El blan 

co se limpia luego exhaustivamente y se le suministra una 

capa de un espesor de aproximadamente 0,5 mieras de GaSe 

sustancialmente en toda la superficie de la capa de silicio 

10 que ha de ser explorada después por el haz de electrones.

El blanco se monta luego en un tubo de cámara con una fuen 

te de electrones y luego se evacúa y activa del modo usual.

El tubo de cámara resultante muestra propiedades que son com 

parables a las de un tubo que tiene el blanco plano del que 

15 se partió y esto a pesar del hecho de que la capa de vidrio

en las islas de tipo 2  forma ahora una resistencia en serie.

El funcionamiento del blanco en el silicio de tipo n existen 

te entre las islas es el mismo que en los Ejemplos preceden 

tes.
20 Se ha demostrado en los blancos de acuerdo con es

te Ejemplo que las islas de tipo 2 pueden aproximarse unas 

a las otras hasta aproximadamente 1 miera. Será evidente 

para los expertos en la técnica que en lugar de regiones 

de tipo p* también son posibles islas de barreras de Schottky. 

25 El invento no está restringido a capas de silicio
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de tipo n. Esto debe ser evidente de los Ejemplos siguien­

tes. Como se supone, en el material de tipo n se forma una 

capa de agotamiento en el silicio en la unión heterogénea 

con la capa que contiene calcógenos, la cual a voltajes más 

5 elevados se expande principalmente en el silicio. También es

posible partir de una unión en la capa de silicio y expandir 

la capa de agotamiento por elección adecuada de los voltajes 

de la capa de GaSe como se describirá con mayor detalle en 

los Ejemplos IX y X.

10

EJEMPLO IX

Una rebanada de silicio 31 de tipo 2 (1000 ohmios.cm) 

(véase la Figura 3) fue dispuesta del modo usual con una capa 

15 de óxido en la cual se obtuvo un mosaico de ventanas por me­

dio de un procedimiento de fotograbado. La rebanada fue lue­

go sometida a un tratamiento de difusión en el cual el boro 

fue difundido en calidad de impureza y fueron formadas hacia 

abajo regiones de boro 32 hasta una profundidad de aproximada 

20 mente 2^qm en una atmósfera oxidante. La rebanada fue luego

atacada químicamente de modo parcial en un espesor delgado 

en el otro lado hasta que se formó una capa que tiene un es 

pesor de aproximadamente 1 2 ĵun y se sometió a un tratamiento 

de difusión de fósforo en el cual se formó una capa n^ 33.
25 La totalidad del SÍO2 aón presente fue entonces eliminada por
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un agente de ataque químico que contenía HF y se dispuso una 

capa 34 de GaSe de un espesor de aproximadamente 0,5ymn en la 

superficie de tipo ]3 que ahora está provista con regiones 32 

de tipo ^  aisladas de relativamente baja resistencia óhmica.

5 Luego se fabricó un tubo de cámara empleando la rebanada así

tratada en calidad de blanco. Dicho método proporciona tubos 

ótiles con la condición de que el voltaje del blanco sea 4 

voltios mayor que el del cátodo, al mismo tiempo que la can 

tidad de luz no debe ser tan grande que la capacidad resul- 

10 tante de los diodos en el voltaje inverso se descargue com­

pleta o localmente en un tiempo de imagen de 40 milisegundos 

a un voltaje de menos de 4 voltios y empeora la nitidez y 
sensibilidad. La imagen sobre la-capa 33 puede formarse por 

electrones rápidos ()>1 kW).

15

EJEMPLO X

Una rebanada 41 de silicio de tipo 2 de alta resis 

tencia óhmica (véase la Figura 4) (por ejemplo 1000 ohmios.cm) 

20 se somete a una impurificación con fósforo a aproximadamente

1000°C de un modo conocido utilizando POCl^ en calidad de 

fuente, formándose la capa 42 n**. La rebanada se atacó luego 

químicamente de modo parcial sohre un lado hasta obtener un 

espesor de aproximadamente 10 mieras. En la superficie de 
25 tipo R ahora liberada de nuevo y parcialmente sobre el borde
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restante se dispuso una capa 43 de GaSe. Después de montar 

en un tubo de cámara se encontró que a un voltaje mayor de 

aproximadamente 5 voltios pueden obtenerse imágenes con ni 

tidez, sensibilidad y retraso que son comparables a las de 

un vidicón de Si conocido que tiene un mosaico de regiones 

de tipo 2  en un sustrato de tipo n. El ntfmero 44 de la Fi­

gura 4 representa una capa antLirefleotante y el nümero 45 

representa una capa de la capa 43 de GaSe de, por ejemplo, 

SbgS^ que permite el empleo de un blanco a voltajes mayores 

de aproximadamente 30 voltios reduciendo la emisión secunda 

ría.

Será evidente que el invento no está restringido 

a los ejemplos descritos sino que son posibles muchas varia 

ciones para los expertos en la técnica sin apartarse del al 

canee de este invento. Por ejemplo, no ,es necesario que la 

capa de silicio sea monocristalina pudiendo ser también po 

licristalina. El espesor y la resistencia de dicha capa y 

la composición de la capa que contiene calcógenos también 

pueden ser diferentes de lo que se ha establecido en los 

ejemplos.

La resistencia de la capa que contiene calcógenos 
usualmente está comprendida entre 10*^ y 10*^ ohmios/^.

Tampoco se está restringido a la disposición de 

la capa que contiene calcógenos por deposición en fase vapor 

y las condiciones de tratamiento térmico del blanco pueden

-  19 -
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variarse en lo que respecta al tiempo y la temperatura.

En las circunstancias descritas en los ejemplos 

la composición de la capa que oontiene calcógenos deposita 

da en fase vapor no difiere sustancialmente de la composi­

ción de la fuente de deposición utilizada.
, . o

Una capa delgada de óxido de menos de 30 Angstrom 

puede encontrarse presente entre la capa de silicio y la ca 

pa que contiene calcógenos.

No es necesario para un excelente funcionamiento 

del tubo de c&nara de acuerdo con el invento que la capa que 

contiene calcógenos tenga una composición homogénea; también 

puede dar resultados satisfactorios una capa similar que ten 

ga una ligera variación en la composición.

La presente solicitud, que corresponde a la pre­

sentada en Holanda, el 27 de Octubre de 1973, bajo el nóme 

ro 73 14 804, se acoge a los beneficios del artículo 51 del 

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial

REIVINDICACIONES

Los puntos de invención propia y nueva que se pr¿ 

sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente. 

Invención en España, son los que se recogen en las reivur-
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12- 7-76

dicaciones siguientes:

1s,- Perfeccionamientos introducidos en un tubo 

de cámara para televisión y aplicaciones similares que tiene 

una fuente de electrones y un blanco que ha do sor explorado 

por un haz de electrones que sale de dicha fuente, formado 

por una capa de silicio receptora de la radiación que en el 

lado que lia de ser explorado por el haz do electrones tiene 

mía capa que contiene calcógenos, la cual forma una unión he- 

torogónea con la capa de silicio, caracterizados porque la 

capa que contiene calcógenos comprende al menos un elomento 

dol tercer grupo principal de la tabla periódica de los ele­

mentos.
28,- Perfeccionamientos segán la reivindicación 

13, caracterizados porque la capa que contieno calcógenos oom 

prende galio.

38.- Perfeccionamientos segán la reivindicación 

28, caracterizados porque la capa que contiene calcógenos com 

prende gallo y selenio con más de 40% en átomos do galio.
4 8,- Perfeccionamientos segán la reivindicación 

38, caracterizados porque la capa que contiene calcógenos com 

prende aproximadamente 48% en átomos de galio y $2% en átomos 

de selenio.

58.- Perfeccionamientos segán las reivindicacio­

nes 38 ó 4 8, caracterizados porque como máximo el 40% en áto­

mos del selenio está reemplazado por teluro.

68.- Perfeccionamientos segán las reivindicaoio-
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nes 33 g 4 3, caracterizados porque como máximo el 10% en áto 
mos del selenio está reemplazado por azufre.

73.- Perfeccionamientos según las reivindicado 
nes 33 6 43, caracterizados porque como máximo el 10% en áto 
mos del galio está reemplazado por indio.

83.- Perfeccionamientos según.las reivindicado 
nes 33 6 43, caracterizados porque como máximo el 20,- en áto 
mos del galio está reemplazado por aluminio.

93.- Perfeccionamientos según cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizados porque la capa 
que contiene caloógenos tiene una estructura vitrea.

103.- Perfeccionamientos según cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizados poique la capa 
que contiene caloógenos consiste en dos subcapas de las cua­
les una que está adyacente a la capa de silicio comprende ga 
lio y la otra comprende germanlo.

113.- Perfeccionamientos según cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizados porque la unión 
heterogénea es una unión de rectificación.

123. -  Perfeccionamientos según cualquiera de las 
reivindicaciones 13 a 10&, caracterizados porque la capa de si 
licio comprende una unión de rectificación que está separada 
de la unión heterogénea por una capa de alta resistencia óhrni 
ca de conductividad de tipo g.

133.- Perfeccionamientos según la reivindicación

11- 6-76 -  22 -
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128, caracterizados porque están formadas regiones de baja 

resistencia óhmica mutuamente separadas de tipo j) en la ca­

pa de alta resistencia óhmica y adyacentes a la unión hote- 

rogónea.

148.- Perfeccionamientos introducidos en un 

tubo do cámara para televisión y aplicaciones similares,.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que 

antecede, representado en los dibujos que se acompañan y 

para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de veintitrés hojas es­
critas a máquina por una sola cara.
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